Verwendung: Silizium-npn-Planar-Epitaxie-
Transistor fiir den Einsatz als Schalttran-
sistor in der Datenverarbeitungsindustrie

SS 120*

Abmessungen: Bauform B 3/25 — 3aq,
TGL 11811

Kollektor am Gehduse

Masse 0,5 g

Zulassige Hochstwerte bei ¥jmax

Uceo = &0V lc = 500 mA
Uceo = 40 V Pt = 700 mW
Usgo = 3V Pdjmax = 200 °C
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Min. Typ Max. F MeBbedingungen

Sattigungsspannung

Ucesat tov lc = 500 mA, Ie = 50 mA
UsEsat | 1.5 V Ic = 500 mA, Is = 50 mA
h-Parameter

hzte 10| | lc = 500 mA

Schaltzeiten

ton | 50 ns | Ilc = 500 mA

toff i 100 ns Ic = 500 mA

* In Entwicklung — vorlaufige Kenndaten
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